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モノリシック集積化2次元磁気センサ

このセンサは、マイクロ工学的エッチング
処理によって1枚のウェハの上に個別の蛇
行形状を幾何学的に構築して製造されま
す。各センサは8つの個別の蛇行形状から
なり、それらが並列接続された2つのホイー
トストンブリッジを形成し、個別の磁気感度
軸を持ちます。隣接する蛇行形状は逆向き
の磁気軸を持ち、個々のブリッジは互いに
90度回転しています。目的の方向における
信号対ノイズ比が最大化される一方で、2次
元感度も得られます。この個別の磁化は、フ
ラウンホーファーENASとミットヴァイダ応
用科学大学レーザ研究所が共同開発した
顕微鏡的解像度による局所レーザ操作によ
って達成されます。

非接触で動作し、損耗のない磁気センサ
は、温度効果や化学的劣化に耐性を示すほ
か、部品寸法が小さいこともあり、2～3年前
から電子コンパスの形でモバイルナビゲー
ションに利用されています。  巨大磁気抵抗

（GMR）効果は、さらなる小型化、エネルギ
ー効率化、高精度化、および高分解能化に
対する産業界の要求を満たすための優れ
た前提条件を提供します。

フラウンホーファーENAS（エレクトロ・ナノ
システム研究所）は、GMRスピンバルブを
ベースにした2次元磁場センサをモノリシッ
ク集積化によって製造しました。このために
用いる積層は、厚さがナノメートルないしサ
ブナノメートル領域の極薄金属膜からなり、
特別な磁気結合が施されます。
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パラメータ 値
磁束密度動作範囲 最大25 mT

標準動作電圧（推奨） 1 mV～10 V

スイッチング時間 < 1 ns

寸法 < 1 mm³

直接回路の電源入力（3 V時） ≲ 2 mA

動作温度範囲 – 50 °C～+ 180 °C


